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 結晶性の高分子薄膜では閉じ込め効果や基板との相互作用により、膜中に形成される微
結晶の軸方位に配向が生じる場合がある。導電性高分子 Poly(3-hexylthiophene) (P3HT)薄膜
では、それに伴いキャリア易動度の異方性も誘起されるため、薄膜内の分子配向を決定す
る因子の特定と制御法の確立は応用の観点からも極めて重要である。我々の先行研究によ
りクロロホルムを溶媒とした P3HT 溶液を用いて Si(100)基板上でスピンコートを行うと、
分子鎖が基板表面に垂直に配向した Edge-on 配向微結晶と平行に配向した Face-on 配向微
結晶が共存した薄膜が得られることが示されている。今回、それぞれの配向の微結晶が薄
膜中(表面領域・バルク領域・界面領域)にどのように分布しているかを GIWAXS(微小角入
射広角 X線散乱)の入射角依存性を用いて調査した。その結果、表面領域には Edge-on微結
晶が多く存在し、界面領域には Face-on 微結晶が支配的であることを強く示唆する結果を
得た[1](図 1)。更に、通常の GIWAXS
法では不明瞭な界面構造について直
接観察を行う目的で、グラファイト基
板上のドロップキャスト P3HT 膜に
ついてグラファイト結晶のへき開性
を用いることで P3HT 膜の界面領域
を(ほぼ)表面に露出させたサンプル
(Interface sample)(図 2)を作製し、実験
室系と SPring-8 BL03XU で GIWAXS
測定を行った。結果として、界面領域
には微量の Edge-on 微結晶のみが存
在することが判明した。サンプル作製
手法の違いから単純に比較すること
はできないが、この結果はグラファイ
ト基板が P3HT の結晶化を阻害した
ものと解釈することができる。 
[1] 片江良、高橋功、日本結晶学会
(広島、2017年 11月 24日) 
 
 
 
 
図 1 P3HT薄膜の GIWAXS (入射=0.130°（左図）; 0.160°（右図） 
 
図 2 サンプル作製過程 
